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특허청  

청  1 

 식 1 또는 식 2  시 는   고 .

[ 식 1]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

A  A'는  원 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-20 아릴, C5-30 헤

아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 또는 OR' 고, 여  R'는 C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30

헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 ,

n  1 내지 1000 다.

[ 식 2]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐,

C6-20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

B는 원 , C1-20 알킬  또는 C5-20  치  또는 치  , O, S 또는 N  원  포 는 C5-20

치  또는 치  헤 , 상   또는 헤 에는 C1-12  알킬 , 닐 , 알 시

, 에 , 카 복실 , 티  또는 아민 가 나 상 치 가능 고,

D는 C5-30  치  또는 치   또는 O, S 또는 N  원  포 는 C5-30  치  또는 치  헤

 고, 상   또는 헤 에는 C1-12  알킬 , 닐 , 알 시 , 에 , 카

복실 , 티  또는 아민 가 나 상 치 가능 고,

n  1 내지 1000 다.

청  2 

 1 에 어 , 상  식 1    고 가  식 3 또는 식 4 에  시 는 

 가지는 것  특징  는   고 .
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[ 식 3]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

n  1 내지 1000 다.

[ 식 4]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

n  1 내지 1000 다.

청  3 

 1 에 어 , 상    고 가  식 5 내지 식 7  어느 나에  시 는 

 가지는 것  특징  는 -  고 .

[ 식 5]

상  식에 , Hex는 헥실 고, n  1 내지 1000 다.

[ 식 6]

상  식에 , Hex는 헥실 고, n  1 내지 1000 다.
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[ 식 7]

상  식에 , n  1 내지 1000 다.

청  4 

 1 에 어 , 상  식 2    고 가  식 8 내지 식 11  어느 나에 

시 는  가지는 것  특징  는   고 .

[ 식 8]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐,

C6-20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

n  1 내지 1000 다.

[ 식 9]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐,

C6-20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

n  1 내지 1000 다.

[ 식 10]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

n  1 내지 1000 다.
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[ 식 11]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

X는 O, S 또는 N ,

n  1 내지 1000 다.

청  5 

 식 1 또는 식 2    고  포 는  리 .

[ 식 1]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

A  A'는  원 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-20 아릴, C5-30 헤

아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 또는 OR' 고, 여  R'는 C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30

헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 ,

n  1 내지 1000 다.

[ 식 2]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

B는 원 , C1-20 알킬  또는 C5-20  치  또는 치  , O, S 또는 N  원  포 는 C5-20

치  또는 치  헤 , 상   또는 헤 에는 C1-12  알킬 , 닐 , 알 시

, 에 , 카 복실 , 티  또는 아민 가 나 상 치 가능 고,

등록특허 10-1244571

- 6 -



D는 C5-30  치  또는 치   또는 O, S 또는 N  원  포 는 C5-30  치  또는 치  헤

고, 상   또는 헤 에는 C1-12  알킬 , 닐 , 알 시 , 에 , 카 복실

, 티  또는 아민 가 나 상 치 가능 고,

n  1 내지 1000 다.

청  6 

 5 에 어 , 상  식 1    고 가  식 3 또는 식 4 에  시 는 

 가지는 것  특징  는  리 .

[ 식 3]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐,

C6-20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

n  1 내지 1000 다.

[ 식 4]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

n  1 내지 1000 다.

청  7 

 5 에 어 , 상    고 가  식 5 내지 식 7  어느 나에  시 는 

 가지는 것  특징  는  리 .

[ 식 5]

상  식에 , Hex는 헥실 고, n  1 내지 1000 다.
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[ 식 6]

상  식에 , Hex는 헥실 고, n  1 내지 1000 다.

[ 식 7]

상  식에 , n  1 내지 1000 다.

청  8 

 5 에 어 , 상  식 2    고 가  식 8 내지 식 11  어느 나에 

시 는  가지는 것  특징  는  리 .

[ 식 8]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

n  1 내지 1000 다.

[ 식 9]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30 헤 아릴알킬 고,

n  1 내지 1000 다.
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[ 식 10]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

n  1 내지 1000 다.

[ 식 11]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

X는 O, S 또는 N ,

n  1 내지 1000 다.

청  9 

 5 에 어 , 상   리 가 

 1 극;

  고  포 는  층; 

 2 극  포 는 것  특징  는  리 .

청  10 

 9 에 어 , 상   1 극 또는  2 극  ,  ,  질 , 산 , ,

 도 체, 나   크리 탈  는 에  택 는 어도 나  재료  는 것  특징

 는  리 .

청  11 

 10 에  어 ,  상   1  극  또는  2  극  ,  ,  ,  리,  트,  니 ,  주 ,  티타늄,

, 알루미늄,  듐틴 사 드(ITO)  는 에  택 는 어도 나  재료  는 것

특징  는  리 .

청  12 

 9 에 어 , 상  리 가  1 극 아래 또는  2 극 에 리어 층(barrier layer)  가

포 는 것  특징  는  리 .

청  13 

 12 에 어 , 상  리어층  SiOx, AlOx, NbOx, TiOx, CrOx, VOx, TaOx, CuOx, MgOx, WOx  AlNOx

는  택 는  재료 또는 Alq3, 폴리 틸 타크릴 트, 폴리 티   PET  는 
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 택 는  재료  포 는 것  특징  는  리 .

청  14 

 13 에 어 , 상  리어층  SiO2, Al2O3, Cu2O, TiO2,  V2O3  는  택 는 질

포 는 것  특징  는  리 .

  

 상  

     

         는   그 야  래

본  신규    고      리 에  것 , 욱 상 게는 도[0008]

 공액 고  본에  컨 게  신규    고   그  포 는  리 

에  것 다.

근 보통신 산업  눈 신  여 각  리 에  가 고 다.  특  [0009]

단말 , 각  마트카드,  폐, 지  카 라, 개 단말 , 지   어, 티미 어 

어 등과 같   컴퓨  또는 치     리 에  도 

고 다.

리 는  에 압  가  경우 고  상태   상태 사 에  칭   는[0010]

안   (bistable element)  포 다.   변  리 (resistive memory devices)는 압

에 라  달라지고,  변 에 여 타  는 리 다.

칼 겐 질 (chalcogenide materials), 도체, 다양   산   질 들   리 특  갖는[0011]

것  알  고,  심지어   재료  (organic  materials)도   리  특  (resistive  memory

properties)  갖는 것  었다.  러  변  리  가운   리 는 상  

극 사 에 질  여 리층  고 여 에 압  가 여 값  안  (bistability)

여 리 특  는 것 다.  러   리 는  래시 리   

 지  단   공 , , 집 도  극복   어 차  리  큰 

고 다.

 리  층  재료 는 여러 가지 재료들  연 고 는 ,   미 특허 공개 [0012]

2004-227136 는 상  극 사 에 택  도  매체(selectively conductive media)  포 고, 러

도  매체가 컨 게   재료(conjugated organic material)  루어진 층과 시 층(passive

layer)  는  리  개시 고 다.

편, 미 특허  6,944,047 는  1 극과  2 극 사 에 들 극에  결 (molecular linkage)에[0013]

 연결   1   2   (charge storage molecule)  포 는  리  개시 고 

다.

편, 미 특허  5,416,170 는 차 지 등  극 재료  는  도체  염, 폴리  또는 그[0014]

 도체  포 는 도  고  복 체  개시 고 다.

 같    그  도체들  특  , ,   특  갖  에 게 연[0015]

고 다.  그러나 그동안 에  연 는 연료 첨가 ,  매  도에  주  연

어 , 아직 지  리  층 재  도에  연   없다.

         루고  는  과

본  상  래   극복   것 , 본  나    리 [0016]

 층 재료  사 시 우  특  공   는 신규    고  공 는 것 다.
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본  다   칭 시간  짧 , 동 압  낮고,    신뢰  우  본 [0017]

 신규    고  포 는 고집  량  리  공 는 것 다.

       

상   달   본  나  양상   식 1 또는 식 2  시 는  [0018]

고 에 계 다.

[ 식 1][0019]

[0020]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-[0021]

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

A  A'는  원 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-20 아릴, C5-30 헤[0022]

아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬, 또는 OR' 고, 여  R'는 C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-

30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 ,

n  1 내지 1000 다.[0023]

[ 식 2][0024]

[0025]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐,[0026]

C6-20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

B는 원 , C1-20 알킬  또는 C5-20  치  또는 치  , O, S 또는 N  원  포 는 C5-20[0027]

치  또는 치  헤 , 상   또는 헤 에는 C1-12  알킬 , 닐 , 알 시

, 에 , 카 복실 , 티  또는 아민 가 나 상 치 가능 고,

D는 C5-30  치  또는 치   또는 O, S 또는 N  원  포 는 C5-30  치  또는 치  헤[0028]

 고, 상   또는 헤 에는 C1-12  알킬 , 닐 , 알 시 , 에 , 카

복실 , 티  또는 아민 가 나 상 치 가능 고,

n  1 내지 1000 다.[0029]

상   달   본  다  양상  본  신규    고  포 는 [0030]

리 에 계 다.  본   리 는  1 극과  2 극 사 에  층  포

고, 상   층  상  식 1 또는 식 2  시 는 신규    고  포 는 것

특징  다.
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에  첨  도  참고 여 본 에 여 욱 상 게 다.[0031]

나  양상에 , 본  도  공액 고  본에  컨 게  신규    고[0032]

에 계 다.  본  신규    고 는  식 1 또는 식 2  시 는  가진

다.

[ 식 1][0033]

[0034]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-[0035]

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

A  A'는  원 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-20 아릴, C5-30 헤[0036]

아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 또는 OR' 고, 여  R'는 C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30

헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 ,

n  1 내지 1000 다.[0037]

[ 식 2][0038]

[0039]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-[0040]

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

B는 원 , C1-20 알킬  또는 C5-20  치  또는 치  , O, S 또는 N  원  포 는 C5-20[0041]

치  또는 치  헤 , 상   또는 헤 에는 C1-12  알킬 , 닐 , 알 시

, 에 , 카 복실 , 티  또는 아민 가 나 상 치 가능 고,

D는 C5-30  치  또는 치   또는 O, S 또는 N  원  포 는 C5-30  치  또는 치  헤[0042]

고, 상   또는 헤 에는 C1-12  알킬 , 닐 , 알 시 , 에 , 카 복실

, 티  또는 아민 가 나 상 치 가능 고,

n  1 내지 1000 다.[0043]

본 에  알킬  체  는 직쇄  또는 지  틸, 에틸, , 틸, sec- 틸,[0044]

tert- 틸, 틸, iso-아 , 헥실 등  들  다.

상  본 에  사 는 시클 알킬 는 탄 원  5 내지 30  1가 시클릭 시  미 다.  상[0045]

시클 알킬   어도 나 상   원 는 치 가능 다.

상  본 에  사 는 헤 시클 알킬 는 N, O, P 또는 S 에  택  1, 2 또는 3개  헤 원[0046]
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포 는 고리원  5 내지 30  1가 시클릭 시  미 다.  상  헤 시클 알킬   나 상

  원 는 치 가능 다.

상  본 에  사 는 치  아릴 는 나 상   고리  포 는 카보사 클  시[0047]

 미 , 상  고리들  트  께 착 거나 또는 (fused)   다.  아릴  체

 는 닐, 나 틸, 트라 드 나 틸 등과 같  들  들  고, 상  아릴   나 상

 원 는 치 가능 다.

본 에  사 는 치  헤 아릴 는 N, O, P 또는 S 에  택  1, 2 또는 3개  헤  원[0048]

포 는 고리원  5 내지 30  고리  시  미 , 상  고리들  트  께 착

거나 또는 (fused)   다.  그리고 상  헤 아릴   나 상   원 는 치 가능 다.

본 에  아릴알킬 는 상    같  아릴 에  원   가 알킬,  들어 틸,[0049]

에틸,  등과 같  라 칼  치  것  미 다.   들어 질, 닐에틸 등  다.  상  아릴알

킬   나 상   원 는 치 가능 다.

본 에  사 는 헤 아릴알킬 는 상    같  헤 아릴 에  원   가 알[0050]

킬,  들어 틸, 에틸,  등과 같  라 칼  치 고, N, O, P 또는 S 에  택  1, 2 또는 3개

 헤  원  포 는 것  미 다.  상  아릴알킬  는 질, 닐에틸 등  다.   상  헤

아릴알킬   나 상   원 는 치 가능 다.

상  식 1  시 는 본    고  람직  는  식 3 또는 식 4 에 [0051]

 시 는 고 다.

 [ 식 3][0052]

[0053]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-[0054]

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

n  1 내지 1000 다.[0055]

[ 식 4][0056]

[0057]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-[0058]

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

n  1 내지 1000 다.[0059]

다  편 , 본    고 는  식 5 내지 식 7  어느 나에  시 는[0060]

 가질  다.
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[ 식 5][0061]

[0062]

상  식에 , Hex는 헥실 고, n  1 내지 1000 다.[0063]

[ 식 6][0064]

[0065]

상  식에 , Hex는 헥실 고, n  1 내지 1000 다.[0066]

[ 식 7][0067]

[0068]

상  식에 , n  1 내지 1000 다.[0069]

상  식 2    고 는  식 8 내지 식 11  어느 나에  시 는  가[0070]

질  다.

[ 식 8][0071]

[0072]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-[0073]

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

n  1 내지 1000 다.[0074]
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[ 식 9][0075]

[0076]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-[0077]

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

n  1 내지 1000 다.[0078]

[ 식 10][0079]

[0080]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-[0081]

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

n  1 내지 1000 다.[0082]

[ 식 11][0083]

[0084]

상  식에 , R들  동  또는 상 , C1-20 알킬, C3-20 시클 알킬, C5-30 헤 시클 알킬, C2-20 알 닐, C6-[0085]

20 아릴, C5-30 헤 아릴, C7-20 아릴알킬, 또는 C7-30  헤 아릴알킬 고,

X는 O, S 또는 N ,[0086]

n  1 내지 1000 다.[0087]

다  본  신규    고   에   다.    고  본[0088]

(backbone)에 는  여러 가지 들  사  가 다.  에   상  식 5 내지 7

 고   들어 다.

1. 식 5    고   [0089]

식 5    고 는  식 1  킴에    다.    만들  [0090]

 1,1'-  보 닉 애시드 나  에  (1,1'-ferrocene diboronic acid pinacol ester)  1,4-

도 (iodobromobenzene)  Pd 매   키 커 링   1,1'- (p- 닐) 

 득 다.  러   다  , 컨  9,9- (2'-에틸헥실) -2,7- 닉 애시드  

키 시  식 5    고 (1)    다.
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식 1

[0091]

2. 식 6    고  [0092]

식 6    고 는  식 2   킴에 라  -에몬 (Horner-Emmons)  [0093]

   다.  러   알 드  에틸 포 포 트  염  건에  커 링시키는 

 C-C  결  는 ,  새 운  결   트랜 가 다.  여  는 고

 도  상시키는 헥실 쇄(hexyl chain)가 달  는 1,4- ( 에틸(2,5-헥시 실) 질포 포 트)

사 고, 여 에다 염  포타 -뷰 사 드  어주  탈양 (deprotonation)가   라 드

(reactive ylide)가 생 고 여 에 1,1'-  카 복시알 드  어주  새 운 C-C  결  생

어 식 6(2)    고  득   다.

식 2

[0094]

3. 식 7    고  [0095]

식 7  -  고 는 헥크 (Heck reaction)에  아릴 라 드  닐  커 링시키는 [0096]

   다.   에 사  1,1'-  카 복시알 드  1,1'- 닐  만들어

주는   는  티그   (Wittig  reaction)  사 다.    틸  트리 닐포 포니움 아 다 드

(methyl triphenylphophonium iodide)에다 염  고 30  후에 1,1'-  카 복시알 드  어주

 1,1'-  카 복시알 드가 생 다.  어  러   1,4- (2-에틸헥실l)-2,5-
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도  고 Pd 매  첨가 주  헥크 (Heck polycondensation)  어나게 다.  러  고  역시

 가지 달린 알킬 쇄(branched alkyl chain) 에 도가 상 다.

본  다  양상  상에   본  신규    고  포 는  리 에[0097]

계 다.  본 에   리 는  1 극과  2 극 사   층  상  식 1 또

는 식 2  신규    고  포 는 것  특징  다.

도 1  본  실시 에   리  단  개략도 다.  도 1  참고 , 본 에  [0098]

 라 트 리 는  1 극(10)과  2 극(30) 사 에  층(20)  샌드 치 어 다.  

러  리 (100)에 압  가   층(20)  값  안  나타내어 리 특  시

다.

도 2는 본   리  동  커니    식도 다.  본    고[0099]

는 다  산  상태 (oxidation state)  가지고, 러  산  상태는 당  압  가에  

 다.  에 연결  공액 고     특 (electron accepting nature)  나타내므 , 본

   도  고 는  가지 독  (redox potential)  갖게 다.  러  산  상태는

당  압  가 여 나 상  들  거  변   다.  특  압  가에  나

산  상태   리 는 다  압  가  지 그러  산  상태  그  지 다.

  고 에  Fe
2+
 상태에 는 고  도  상태(high resistance, less conducting state)가 [0100]

고,   산  Fe
3+
 상태에 는  고 도  (low resistance, more conducting state)가 다.

본   리    극  사 에  당  압  가  경우   층  고  상태  (high

resistance)   (low resistance) 상태 사  칭 다.  라   상태  경우  타 "1"

라 고, 고  상태  경우  타 "0" 라  타   가지 직 상태    다.  또  

러  상태는 원  끄 라도 지 므 , 본   리 는  특  보 다.

본 에     또는 계    고, 특   (flexible substrat[0101]

e)   도 다.  본 에  상  는 리, 실리 ,  개질 리, 폴리 , 또는 

 아크릴아미드 라믹, , , 에어  등  사   나, 드시 들  는 것  아

니다.

 1 극(10)  2 극(30)  ,  ,  질  (metal nitrides), 산 , , [0102]

 도 체(organic conductor), 나 체(nanostructures), 크리 탈(crystals) 등  는 

택 는 나 상  도  재료    다.  체  극 재료는 , , , 리, 트,

니 , 주 , 티타늄, , 알루미늄(Al), 듐틴 사 드(ITO)  포 나, 드시 들  는 것  아

니다.

극 재료  사 가능  상  도  폴리  체  는 폴리 닐아 틸 , 폴리(t- 틸) 닐아 틸[0103]

,  폴리(트리 루 틸) 닐아 틸 , 폴리( 트리 루 틸)아 틸 , 폴리 (t- 틸 닐)아

틸 , 폴리(트리 틸실릴) 닐아 틸 , 폴리(카 ) 닐아 틸 , 폴리 아 틸 , 폴리 닐아 틸 ,

폴리 리 아 틸 , 폴리 시 닐아 틸 , 폴리 틸 닐아 틸 , 폴리(t- 틸) 닐아 틸 , 폴리니트

닐아 틸 , 폴리(트리 루 틸) 닐아 틸 , 폴리(트리 틸실릴) 닐아 틸 ,  들  도체  같

닐폴리아 틸  폴리   폴리티  포 다.

본   리 에 는   1 극 또는  2 극  상시키는 것  지  여  1[0104]

극 아래에 또는  2 극 에 리어층 (barrier layer)  가  포   다.  러  리어층

SiOx, AlOx, NbOx, TiOx, CrOx, VOx, TaOx, CuOx, MgOx, WOx  AlNOx  는  택 는 질  포

고, 람직 게는 SiO2, Al2O3, Cu2O, TiO2,  V2O3  는  택 는 질  포 다.  본

에  리어층  Alq3, 폴리 틸 타크릴 트, 폴리 티 , PET 등   재료 도   다.  

리어층  께는 20 내지 300 Å  내  것  람직 다.

도 3  본  리   리 매트릭   도시  개략사시도 다.  도 3에 도시  [0105]

 같 , 리 매트릭 는 리 또는 실리  등  당   에 다.  러  에 는  1 극

(10)과  2 극(30)  차 는 지 에 는 다  리 들  안  특  공 다.
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본   리 는 컴퓨 ,  보 , 폰, 료 , ,   등에 게[0106]

사   고, 특    경량 가 가능 므  폰, PDA, 트  컴퓨 , 지  카 라,  티

미 어 어, DMB 단말  등   보 에 사 시  상시킬  다.

본   리 는 본  는  야에 알 진  에    다.  본[0107]

 신규    고   공   재료 에  고가   착 등  과  거치지 않

고  캐 과 같  가  단  공 에   층    다.

 리  시에는  2 극(  극)  착   에   고  여 [0108]

층  다.   사 가능    특별  지 않는 ,   캐 ,  ,

 ,  (electrostatic coating), , 드 , , 크  린  등  

 사   다.   층  께는 람직 게 약 50 내지 3000 Å 다.

상  층   시 사 가능  매 는 클 포 , N- 틸 리돈, 아 , 사 클 탄 , 사[0109]

클 헥산 , 틸에틸 , 에틸 아 트, 틸아 트, 에틸 리 , 루엔, 크실 , 트라

드 퓨란, 다 틸포 아미드, 클 , 1,2- 클 에탄  아 니트릴  는 에  택 는

매  단독  사 거나 2  상    여 사   다.

상   1 극   2 극  열 착과 같  착 , 링, e-  (e-beam evaporation),  등[0110]

과 같  래  에    다.

에  실시  들어 본 에 여 욱 상 게 나, 들  단지    것  본[0111]

 보  는 것  어 는 안 다.

 1[0112]

1,1'- (p- 닐)  100 mg (0.2 mmol)과 9,9- (2'-에틸헥실) -2,7- 보 닉 애시드 97 mg[0113]

(0.2 mmol), 트라키 (트리 닐포 ) 라듐 2.3 mg (1 mol%)  라 크에 첨가 다.  그리고  컨

 연결시킨 후 질   에  매  루엔 1 ml과 염  트라에틸암 니움 드 사 드(1.33

M) 1ml  주사  주 다.  액  질  체  탈 시킨 후 라 크   탕  시 다.

4 간 시킨 후, 염 틸  10ml  여 염 암 니움 포 액  시 다.  든 액  별

에  후 층 리시   층(organic layer)만 리  내었다.   산마그   

거  후, 리  통과시  맑  액  득 다.  그 결과  득  고  액  감압 에  매

거 다.  고  고 도 액  과격  돌아가는 탄 에 천천  어트  침  아내  지색  고

체  득 다.    걸러내고 차  탄  여 고체 상태  식 5    고

(127 mg)  득 다.

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) d 7.7 (2H, br), 7.6 (2H, s), 7.5 (6H, br), 7.4 (4H, br), 4.6 (4H, s), 4.3 (4H,[0114]

s),  2.1  (4H,  s).  0.9  (14H,  br),  0.7  (14H,  br)  THF-SEC  (relative  to  PS  standards)　Mn:  10,000  g/mol

PDI: 1.95　

 2[0115]

1,4- ( 에틸(2,5-헥실 시) 질포 포 트) 293 mg (0.51 mmol)  라 크에 고 질   에 ,[0116]

매  THF  0.5ml  가 다.   그리고  포타  t-뷰 사 드  THF  액(1M)  1.3  ml  0℃에  천천

가 다.  약 30  동안 시킨 후에 122 mg  1,1-  카 복시알 드가 어 는 1 ml 

액  천천  주 다.  12시간 시킨 후에 염 틸  10ml   후, 염 암 니움 포 액

시 다.  든 액  별 에  후 층 리시  층만 리  내었다.   산마그

  거  후 리  통과시  맑  액  득 다.  그 결과  득  고  액  감압 

에  매  거 다.  고 도  고  액  과격  돌아가는 탄 에 천천  어뜨  침  아내

색  고체가 침 었다.  침   걸러 내어 차  탄  여 고체 상태  식 6
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  고  (225 mg)  득 다.

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) d 7.0 (2H, br), 6.8 (2H, br), 4.5 (4H, s), 4.3 (4H, s), 3.7 (4H, br), 1.8 (4H,[0117]

br). 1.4 (12H, br), 0.9 (6H, br) THF-SEC (relative to PS standards) Mn: 2,200 g/mol PDI: 3.31　

 3[0118]

1,1- 닐  92 mg (0.39 mmol), 1,4- (2-에틸헥실)-2,5- 도  214 mg (0.39 mmol), 라듐[0119]

아 트 1.8 mg (2 mol%)  트리 (o- )포 6 mg (5 mol%)  라 크에 가 다.  어   컨

에 연결 시킨 후 질   에 , 매  1,4- 산 1.5 ml과 염  트리 틸 아민 230 ㎕(1 mmol)

주사  주 다.   24시간 보낸 후, 염 틸  10ml   후 염 암 니움 포 액  

시 다.  든 액  별 에  후 층 리시  층만 리  내었다.   산마그

 거  후 리  통과시  맑  액  득 다.  그 결과  득  고  액  감압 에

 매  거 다.  고  고 도 액  과격  돌아가는 탄 에 천천  어트  침 시  지색

고체  득 다.  러  지색 고체   여과 여 차  탄  여 고체 태  식 7

   고  (194 mg)  득 다.

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) d 7.3 (2H, br), 6.9 (2H, br), 6.7 (2H, br), 4.4 (4H, s), 4.3 (4H, s), 2.6 (4H,[0120]

br),  1.6  (2H,  br).  1.4  (16H,  br),  0.9  (12H,  br)  THF-SEC  (relative  to  PS  standards)  Mn:  6,300  g/mol

PDI: 2.26)

실시  1[0121]

0.3 ㎜x1 ㎜  크  갖는 리 에 극  사  Al  열 착  여 80nm 께  착[0122]

다.   층  시에는 상   1에  득    고  (10)mg 량 여 클 포

(CHCl3) 1ml에 고 15 간 처리 여 시 다.  만들어진 액  0.2 ㎛ 공  갖는 PTFE 재질  시

린지  통과시킨 후, 2000rpm, 20  건    에 다.     

트 에  65℃에  10 간 킹 여  매  거 다.  LiF  6 nm 께  착 여 리어층  

고, 어  상  극  Cu  열 에  80 nm 도 께  착 여 본 에   

리  다.     층  께는 약 50-100 ㎚  , 알 -  미  (Alpha-

Step profilometer)에  측 다.  착 는 극  께는  니 (quartz crystal monitor)  통

여 다.

실험  : 리  칭 특  시험[0123]

실시  1에  득  리  특  평가는 Keithley 2400 Source meter  여 평가 다.  [0124]

득  리 에 압  가 여  변  칭 특  평가 여 그 결과  도 4에 도시 고,

가 압에   변  측 여 도 5에 도시 다.  , 가 압  5 mV/s   드(sweep

speed)  +1/-1V  +5/-5V 지 다.

도  4  참고 ,   가지   는  경우에   가지  도  상태(two  conducting  state)[0125]

나타내었다.  양  압  가 여  경우에 리 는 고  상태(OFF State)가 었고,  어

 압  가   상태(On state)  칭 었다.  도 4  통  는  같 , 본 

신규    고  포 는  리 는 압에 라  고  상태   상태가 칭

었다.   가지  다  상태는 압 나  가 지 않아도 각각  상태  시간 지   고,

매우 낮  압  가 여 는  검  러   상태  독   므  본  는

리       다.

상에  람직  실시   들어 나, 본  본  보  어나지 않는  내[0126]
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에  다양 게 변  실시   므 , 러  다양  변 도 본  보  에 포 는 것  

어야 다.

     과

본  신규    고 는 다  산  상태(multiple oxidation state)  가지므   리 [0127]

  층 재료  시 리  안  특  공   다.

본   리 는  리 에  가 가능 고, 칭 시간  짧 , 동 압[0128]

낮고,    신뢰  우   가지므 , 경량  고집  량 리   가

능 다.

또  본   리 는  캐 과 같  가  단  공 에  가능 고,  처리[0129]

(low temperature processing)가 가능 여  리 도  가능 다.

도  간단  

도 1  본  실시 에   리  단  개략도 다.[0001]

도 2는 본  신규    고 가 안  시 는 커니  는 식도 다.[0002]

도 3  본  실시 에  리 매트릭  개략사시도 다.[0003]

도 4는 실시 에   본   리  - 압 특  그래 다.[0004]

도 5는 실시 에   본   리  - 압 특  그래 다.[0005]

*도  주  에   *[0006]

10:  1 극          20:  층          30:  2 극[0007]

도

    도 1
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    도 2

    도 3

    도 4
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    도 5
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